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{57) Abstract: The inventive semiconductor de- 
vice for emitting light when a voltage is applied 
comprises a first (3), second (5) and third active 
semiconductor area (7A-7C). The conductivity of 
the first semiconductor area (3) is based on charge 
carriers of a first type of conductivity. The conduc- 
tivity of the second semiconductor area (5) is based 
on chaige carriers of a second type of conductivity 
whereby the chaige thereof is opposite to that of 
the charge carriers of the first type of conductivity. 
The active semiconductor area (5 13) is arranged 
between the first and second semiconductor area 
(3, 5). (^antum structures (13) are embedded in 
the active semiconductor area (5) and are made of 
a semiconductor material which has a direct band 
gap. The quantum structures are structures whose 
dimension in at least one direction of expansion is 
small enough such that the properties of the stmc- 
ture can be substantially influenced by quantum 
mechanical processes. 



(57) Zusammenfassung: Eine erfindungsgemMBe Halbleitervorrichmng zum Emittieren von Licht bei Anlegen einer Spannung um- 
fasst einen ersten (3), einen zweiten (5) und einen dritten, aktiven Hableiterbereich (7A-7C). WShrend die Ldtfahigkeit des ersten 
Halbleiterbeieiches (3) auf Ladungstragem eines ersten l^itfahigkeitstyps beruht, beruht die Leitfahigkeit der zweiten Halbleiter- 
bereiches (5) auf Ladungstragem eines zweiten Leitfahigkeitstyps, welche eine den Ladungstragem des ersten Leitfahigkeitstyps 
entgegengesetzte Ladung aufweisen. Der aktive Halbleiterbereich (5 13) ist zwischen dem ersten und dem zweiten Halbleiterbereich 
(3, 5) angeordnet. In den aktiven Halbleiterbereich (5) sind C^antenstrukturen (13) eingebettet, die aus einem Halbleitermaterial 
heigestellt sind, das eine diiekte Bandlticke aufweist Unter Quantenstrukturen sind dabei Stnikturen zu verstehen, die in mindestens 
einer Ausdehnungsrichtung eine Abmessung aufweisen, die derart gering ist, dass die Eigenschaften der Struktur von quantenme- 
chanischen Voigangen wesentlich mitbestimmt werden. 
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